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(57)摘要

目前基于无机氧化物的材料制备钙钛矿薄

膜方法，制备时都涉及到高温处理工艺，但是它

们本身却承受不了这样的高温而出现结构损坏，

因此发展受到了严重的限制。另一种基于传统铅

基制备钙钛矿薄膜材料，如杂化卤化铅钙钛矿材

料制备被广泛利用，但由于铅元素具有较强的毒

性且其本身环境稳定性较差，造成忆阻器存储不

稳定，而且在使用过程中容易对环境造成污染。

本发明一种钙钛矿薄膜忆阻器存储单元的制备

方法旨在解决改善上述问题。上述钙钛矿薄膜忆

阻器存储单元包括三层，衬底层、钙钛矿薄膜以

及金属电极层。其中钙钛矿薄膜为CH3NH3Pb1‑

xBixI3（0<x<1)和A3Bi2I9（A位为MA+或Cs+）。
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1.一种钙钛矿忆阻器包括：ITO衬底层、钙钛矿薄膜、电极层。

2.钙钛矿薄膜采用CH3NH3Pb1‑xBixI3（0<x<1)和A3Bi2I9为基质材料。

3.如权利要求书1所述的钙钛矿忆阻器，其钙钛矿薄膜特征为A位为MA+或Cs+。

4.如权利要求书1所述的钙钛矿忆阻器，其特征是采用金电极。

5.如权利要求书1‑3所述的钙钛矿忆阻器，其制备方法是：对ITO衬底层进行清洗处理，

制备钙钛矿前驱体溶液、MAI前驱体溶液、CsI前驱体溶液、BiI3前驱体溶液，在衬底层上滴

加配置好的前驱体溶液，利用低温液相旋涂方法制备钙钛矿薄膜，利用高电阻蒸镀仪再镀

上一层金电极。

6.如权利要求书1‑4所述的钙钛矿忆阻器，其钙钛矿前驱体溶液的制备是取1M的MAI以

及按照既定比例的（1‑x)M的PbI2以及XM的BiI3同时溶于1mlDMF中；MAI前驱体溶液的制备是

先称量15mg的MAI晶体粉末，然后加入10ml 的异丙醇溶液；CsI前驱体溶液的制备是先称量

15mg 的CsI晶体粉末，然后加入10ml的甲醇溶液；BiI3前驱体溶液的制备是先称量0.461g 

的BiI3粉末，然后加入1ml的DMF溶液。

7.如权利要求书1‑5任意一项所述的钙钛矿忆阻器制备方法，由以下步骤制得：

取基片依次经过纯净水、去离子水、无水乙醇以及丙酮超声清洗，再经烘干后紫外线照

射处理，保持基片洁净干燥。

8.按照实验要求的浓度配置好前驱体溶液，在洁净干燥的ITO  玻璃上旋涂预先配置的

溶液。

9.将旋涂好的基片在100度加热板上进行退火处理，最后，利用高电阻蒸镀仪，并通过

合适的掩膜板在其表面镀上一层100nm厚，直径为50μm的金电极，制备获得钙钛矿忆阻器。
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一种大晶粒钙钛矿薄膜忆阻器存储单元的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于微电子器件制备领域，涉及一种钙钛矿薄膜的制备方法。

背景技术

[0002] 信息是如今社会非常重要的资源，存储设备作为信息的存储载体，是各类电子器

件的核心部件之一。现在，基于半导体硅基底的材料的FLASH储存器存在很多缺点，例如读

写速度慢、可循环特性差、和需要高读写电压等。而像磁电阻式转换存储器（MRAM），铁电转

换存储器（FeRAM）又由于数据储存密度低，不能满足人们的使用需求，只能满足特殊小众市

场。而忆阻器却拥有结构简单、高存储密度、低操作电压、优良的循环性能等众多优点，被认

为是有巨大发展前景的新一代非易失性存储器的候选者之一。所以忆阻器的制造与发展是

非常有现实意义的。

[0003] 目前基于无机氧化物的材料制备钙钛矿薄膜方法，如以  BaTiO3、  SrRuO3、SrZO3等

制备时都涉及到高温处理工艺，但是它们本身却承受不了这样的高温而出现结构损坏，因

此发展受到了严重的限制。另一种基于传统铅基制备钙钛矿薄膜材料，如杂化卤化铅钙钛

矿材料制备被广泛利用，但由于铅元素具有较强的毒性且其本身环境稳定性较差，造成忆

阻器存储不稳定，而且在使用过程中容易对环境造成污染。本发明一种钙钛矿薄膜的制备

方法旨在解决改善上述问题。

[0004] 本发明与现有技术相比，优势为：

1）低操作电压，而且器件具备较高的机械韧性。

[0005] 2）用铋基部分或完全取代铅基，不仅能增强忆阻器的稳定性能，还能防止污染环

境。较高的循环使用特性。

发明内容

[0006] 本发明所述的二维钙钛矿纳米薄膜的制备方法，包括如下步骤：

1）取ITO导电玻璃片依次经过纯净水、去离子水、无水乙醇以及丙酮超声清洗，再

经烘干后紫外线照射处理，保持基片洁净干燥。

[0007] 2）配置前驱体溶液。

[0008] 钙钛矿前驱体溶液：分别取1M的MAI以及按照实验既定比例的(1‑X)M的PbI2 以及

XM的BiI3同时溶于1mL  DMF中，然后放置在70‑80℃下恒温条件下加热搅拌12～24小时，使

其待充分反应即可。

[0009] MAI前驱体溶液：首先称量一定量的MAI晶体粉末，然后加入10mL的异丙醇溶液，最

后在室温放置10min左右即可。

[0010] CsI前驱体溶液：首先称量适量的CsI晶体粉末，然后加入10mL的甲醇溶液，最后在

室温放置10min即可。

[0011] BiI3前驱液：首先称量一定质量的BiI3粉末，然后加入1mLDMF溶液，最后在70℃下

搅拌12h左右即可。
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[0012] 3）按照实验要求的浓度配置好前驱液，实验前先将前驱液和基片在70度下预热8‑

10分钟，设置旋涂仪的参数（低速，500rpm，匀胶6秒；高速，4000rpm，旋涂40秒）。

[0013] 4）将预热完成的基片放置在旋涂仪上，滴加5～6滴前驱液，开始旋涂。

[0014] 5)旋涂结束，将旋涂好的基片放置在100℃的加热板上退火10‑15分钟，退火后应

放置于干燥箱中。

[0015] 6)将上一步制备的钙钛矿薄膜利用高电阻蒸镀仪，并通过合适的掩膜版在其表面

镀上一层100nm厚，直径为50μm的金电极。

[0016] 附图说明：

图1 由SEM显示的CH3NH3Pb1−xBixI3钙钛矿薄膜的表面形貌

图2  忆阻器储存单元示意图

图3  CH3NH3Pb1−xBixI3钙钛矿薄膜第一次测量和扫描100次后的阻变性能

图4  忆阻器储存单元循环耐力测试。
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图1

图2
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图3

图4
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